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研究内容 
・2022 年度に開設する当研究室は、センサー応用を
目指した材料、センシング素子、及びセンサーデ
バイスの研究、開発を行う研究室である。 

・センサーは我々の日常生活にとって欠かすことの
できないデバイスであり、物理現象を電気的な信
号に変換する役割を担っている。センサーを構成
する材料はシリコンや酸化物を含む半導体、酸化
物を中心とした焼結材料、金属、絶縁体、プラス
チックフィルム、分子材料、生体材料などがあり、
測定する物理量とそれぞれの対象に対する電気
的特性に応じて使用されている 

・当研究室主催者は、これまで半導体デバイス[1-3]、
センシング素子[4]、文字認識デバイス応用[5-6]

を目的として酸化物材料を中心とした材料を選
定し、センサーデバイスとしての応用を目指した
開発を行ってきた。 

 

［１］新材料センサーの開発 

・当研究室では、酸化物材料を中心として目的とす
る機能性デバイスの設計を行う。そのための材料
を選定するため、物性に関する評価を行う。 

 

［２］新形状センサーの開発 
・センサーデバイスの特徴は、物理的な形状を含む
各種のパラメータにより決定づけられる。センシ
ング材料の能力を最大限に活用するデバイスを
設計する。 

・設計したセンシングデバイスは MEMS、LSI、パ
ワーデバイス、薄膜トランジスタ(TFT)などの半導
体デバイスを作製する技術(デバイスプロセス)を
用いて作製する。 

・そのためのデバイスプロセス自体を統合設計する
(プロセスインテグレーション)。 

 

 

 

［３］新規センサーの応用 

・作製したセンサーデバイスを実装し、その応用を
目指した研究・開発を行う。 

・実装したデバイスを用いて実験室内で評価を行い、
フィールドにて適用して実証実験を行う。 

・そのための準備段階として、センサーデバイスを
用いた評価技術の開発を推進したいと考えてい
る。 
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図 2 (a)センサーデバイスの設計図, (b)GTO 半導体

デバイス[5] 

図 1 GTO 薄膜トランジスタの特性[1] 


